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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【公開番号】特開2002-41052(P2002-41052A)
【公開日】平成14年2月8日(2002.2.8)
【出願番号】特願2001-154665(P2001-154665)
【国際特許分類】
   Ｇ１０Ｋ  11/20     (2006.01)
   Ｈ０４Ｒ  15/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１０Ｋ  11/20    　　　　
   Ｈ０４Ｒ  15/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月22日(2008.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音響素子の反射積層板において、
　基板と、
　前記基板上に設けられた、高音響インピーダンス材から成る高音響インピーダンス層と
低音響インピーダンス材から成る低音響インピーダンス層とが交互に少なくとも一対配置
された層と、
　を備え、
　少なくとも一つの前記低音響インピーダンス層はエーロゲル又はキセロゲル層であるこ
とを特徴とする音響素子の反射積層板。
【請求項２】
　前記音響素子は薄膜共振器であることを特徴とする請求項１に記載の反射積層板。
【請求項３】
　前記音響素子はエネルギーが電気エネルギーと機械エネルギーとの間でピエゾ電気、磁
気歪み、又は電気歪み手段によって変換される薄膜共振器であることを特徴とする請求項
１に記載の反射積層板。
【請求項４】
　前記音響素子は薄膜共振器帯域透過フィルター、薄膜共振器帯域阻止フィルター又は共
振器に基づく周波数制御回路であることを特徴とする請求項１に記載の反射積層板。
【請求項５】
　前記高音響インピーダンス材は一ケイ化三クロム、炭化ニオブ、酸化レニウム、炭化タ
ンタル、窒化タンタル、炭化チタン、酸化チタン、炭化バナジウム、窒化タングステン、
酸化タングステン及び炭化ジルコニウムから選択されることを特徴とする請求項１に記載
の反射積層板。
【請求項６】
　少なくとも一つの前記低音響インピーダンス層は約１．０ｇ／ｃｍ３の密度を有する二
酸化ケイ素から成ることを特徴とする請求項１に記載の反射積層板。
【請求項７】
　少なくとも一つの前記低音響インピーダンス層は化学蒸着法又はスパッタ法により堆積
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された二酸化ケイ素から成ることを特徴とする請求項１に記載の反射積層板。
【請求項８】
　前記高音響インピーダンス層及び前記低音響インピーダンス層のそれぞれは、隣接する
高音響インピーダンス層と低音響インピーダンス層との間の音響インピーダンス不整合割
合が約６：１から約６０００：１の範囲にあることを満たす、音響インピーダンスを有す
ることを特徴とする請求項１に記載の反射積層板。
【請求項９】
　前記エーロゲル又はキセロゲル層は約０．５ｇ／ｃｍ３の密度を有する二酸化ケイ素か
ら成ることを特徴とする請求項１に記載の反射積層板。
【請求項１０】
　前記基板の材料はケイ素、サファイア、ガラス及び石英から選択されることを特徴とす
る請求項１に記載の反射積層板。
【請求項１１】
　前記高音響インピーダンス材は少なくともＺ＝４００×１０５ｋｇ／ｍ２ｓの音響イン
ピーダンスＺを有することを特徴とする請求項１に記載の反射積層板。
【請求項１２】
　音響素子の反射積層板を製造する方法において、
　基板を設ける工程と、
　前記基板上に、高音響インピーダンス材から成る高音響インピーダンス層と低音響イン
ピーダンス材から成る低音響インピーダンス層とが交互に少なくとも一対配置された層を
堆積させる工程と、
　を備え、
　少なくとも一つの前記低音響インピーダンス層はエーロゲル又はキセロゲル層であるこ
とを特徴とする音響素子の反射積層板を製造する方法。
【請求項１３】
　前記高音響インピーダンス層及び前記低音響インピーダンス層のそれぞれは、隣接する
高音響インピーダンス層と低音響インピーダンス層との間の音響インピーダンス不整合割
合が約６：１から約６０００：１の範囲にあることを満たす、音響インピーダンスを有す
ることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記エーロゲル又はキセロゲル層は約０．５ｇ／ｃｍ３の密度を有する二酸化ケイ素か
ら成ることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記高音響インピーダンス材は少なくともＺ＝４００×１０５ｋｇ／ｍ２ｓの音響イン
ピーダンスＺを有することを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
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【表１】

　表１には特定の物質、密度、弾性定数Ｃ１１、音の速度または速さ、音響インピーダン
スＺが示されている。表１に見られるように、現在使用されている物質ＡｌＮ及び
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
【数１０】

はそれぞれ３８７×１０５ｋｇ／ｍ２ｓと２８４×１０５ｋｇ／ｍ２ｓの音響インピーダ
ンスＺを有している。これらの物質は音響素子に望まれるインピーダンス不整合の種類を
有していない。上記の計算によれば、更に高いインピーダンス物質として使用される更に
理想的な物質は、少なくともＡｌＮと同じくらい高いＺを有するべきであり、Ｚ＝４００
×１０５ｋｇ／ｍ２ｓ以上が更に望ましい。そのような物質は、酸化アルミニウム（Ａｌ

２Ｏ３）、一ケイ化三クロム（Ｃｒ３Ｓｉ）、炭化ニオブ（ＮｂＣ）、酸化レニウム（Ｒ
ｅＯ３）、炭化タンタル（ＴａＣ）、窒化タンタル（ＴａＮ）、炭化チタン（ＴｉＣ）、
酸化チタン（ＴｉＯ２）、炭化バナジウム（ＶＣ）、窒化タングステン（ＷＮ）、酸化タ
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ングステン（ＷＯ２）、炭化ジルコニウム（ＺｒＣ）でありえるが、これには限られない
。従って、これらの更に高いＺ層は積層板のインピーダンス不整合を増大させ、それによ
り音響素子用の更に幅広の帯域幅を得られる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　本発明の他の特徴としては、上記で計算された更に高いインピーダンス物質を使用する
代りにまたは使用と同時に、音響反射鏡においてＳｉＯ２の従来の物理蒸着法（ＰＶＤ）
によるＳｉＯ２より低いインピーダンスＳｉＯ２物質は、ＳｉＯ２を化学蒸着法（ＣＶＤ
）またはスパッタ法によって堆積させることで得ることができる。ＣＶＤ及び／又はスパ
ッタ法を使用することで約１．０ｇ／ｃｍ３の更に低い密度（ＰＶＤされたＳｉＯ２は約
２．３ｇ／ｃｍ３）を有するＳｉＯ２層を得られる。従って、ＣＶＤ／スパッタ法で堆積
されたＳｉＯ２層の更に低い密度は更に低いＺ（低インピーダンス）を示し、また圧電膜
と最下層との間、及び低インピーダンスＳｉＯ２と従来の高インピーダンス物質の近接反
射鏡層との一対のそれぞれの間に、更に高い音響インピーダンス不整合が得られる。更に
薄い音響素子は更に少ない反射鏡層を必要とするので、製造時間及び製造コストを削減す
る。
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